403041

P,- 51,037
PHB 32149
Spain

VD/EV

SECCION TECMNICA
CLASIECACION |, P.C,

[ CLASE

l BMCLAE

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar PATENTE DE INVENCION por 20 sios
a nombre de N,V, PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIEKEN
entidad holandesa

con domicilio en Emmasingel 29, Eindhoven, Haolanda

pars “UN DISPOSITIVO DE ONDA ACUSTICA ShPERFICIAL"
(Clase Internacional HO4r)

i
borr Cl2 x”}ali R ?

¢
i

30,6.72 -1



10

15

20

25

503049

Esta invencidn estd rslacionada con dispositi-
vos electromecénicos que emplean ondas aclsticas supsr-
ficiales.

El uso de ondas acdsticas superficiales ha per
mitido fabricar dispositivos de retardo y dispositives
selectivos de frecuencia que son pequefios y compactos y
que son ademés compatibles con las técocnicas de fabrica-
cidn de circuitos integrados. Dichos dispositivos per-
miten evitar las dificultades, tales como &l wolumen
y el coste de fabricacién, ascciadas con la prodyccidn
de inductores.

Un dispositivo de onda acidstica superficial
estd cominments formado por una delgada pastilla de ma-
terial piezoeléctrico, en una superficis de la cual es-
tdn dispuestos un transductor emisor y otro receptor.
Cada transductor comprende normalmente una disposicidn
interdigital de parss de electrodos de tiras paralelas,
siendo formadas lesdisposiciones por um procsso fotoli-
togrdfico de una capa de un metal adecuado, tal como
oro, depositada en la superficie de la pastilla,

En la préctics, este tipo de transductor pue-
de temer una capacitancisa inconvenientemente grande con
materiales piezoeléctricos de una gran constante dielég
trica. Se ha visto también que en el caso de cisrtos ma

teriales piezoeléctricos, incluysndo por sjemplo el nig
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bato de sodic y potasio cerdmico ferroeldctrico, se produce
una distorsién indessable de la respussta de frecuencia
del transductor.

Un objsto de la invancién ea proporciomar um dis-
positivo mejorado de onda aclstica superficial con un trans
ductor que reduce o suprime substancialmente los efectos des
venta josos antes mencionados,

De acuerde con la invencidn ss proporciona un
dispositivo ds onda acfistica supaerficial que incluye un
cusrpo de material piezoeldetrico que tisne un transduc-
tor de ondas acdsticas supeificiaies dispuesto en una su
perficie de propagacién de ondas aclsticas superficiales
de dicho cuerpo, comprendiende sl citado transductor ds
ondas ac@sticas superficiales una pluralidad de electrodos
alargados adyacsntes sustancialmente paralelos conducti-
vamente separados uncs de otros y dispusstos en sucesién
antre slectrodos terminales alargados sustancialmente pa-
ralelos a los mismos, ds modo que al aplicar una sefal
eléctrica de una frecuencia predeterminada a dichos elec-
trodos terminales, es emitida una onda acdstica superficial
que se propaga sobre la citada superficie.

Cada uno de los electrodos de conductividad se-
parada puede comprender un par de tifgs conductoras para.
lelas espaciadas qus estén eléctricamente conectadas en-

tre si, El material piezoeléctrico puede tener la propig
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dad de que la gensracifn de ondas aplsticas superficia-
les por una disposicién de electrodo emisor interdigital
esté determinada por la carga eléctrica inducida en la
superficie del cuerpo, y sl material puede ser una ceré-
mica ferroeléctrica,

El transductor de onda acdstica superficial
pueds ser un transductor smisor provisto de una distri-
bucibn compensada de las potencias de las fuentes sfec-
tivas de onda aclstica superficial formadas por pares
adyacentes de electrodos. En el casoc en el cual el efeg
to piezoeléctrico estéd determinado por la carga eléctri
ca inducida sn la superficie del cusrpo, las longitudes
ds los electrodos alargados del transductor emisor es-
tén dispuestas para que estén en relacidn inversa con
la potencia de fuente dessada, y un transductor rsceptor
8stéd dispuesto en la trayectoria de un haz de ondas acdg
ticas superficiales propagadas desds el transductor smi-
sor ds modo gue la porcidn del transductor receptor que
es sensible a las ondas aclsticas superficiales estd
sustancialmente por completo dentro de la parts de dicho
haz formada por todos los pares de electrodos alargados.

Se ha visto que en el caso de ciertas sustan-
cias piezoeléctricas que tisnen un slevado factar de
acoplo piezoeléctrico, por sjerplo las cerdpicas fsrroslég

tricas, la generacidn de una onda acdstice supsrficial por
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una disposicién de electrodo interdigital es controlada
por la carga inducida en 1a superficie de la pastilla,
5in embargo, en el caso de la forma convencional de trans
ductor interdigital, es la tensidn aplicada a los elemen-
tos de electrodo individuales la que es determinada por
la sefial aplicada, La correspondiente carga eléctrica
pressnte en la superficie no estd por lo tanto predeter-
minada por la seffal aplicada y puede variar durante sl
paso de ondas acfsticas superficiales hasta mids alléd de
la disposicidn de slectrods, como un resultante del efec-
to piezoeléctrico., Esta variacidn en lé distribucidn de
carga eléctrica hace que se produzea una modificacidn
indeseable de la respussta de frecuencia,

Empleando la invencidén, la corriente de sefal
es aplicada a través de los elsctrodos terminales y pasa
sucesivamente a través de cada slectrodo alargado:adya-
cente intermedio, y de ssta manera la corriente de ss-
flal, y por lo tanto la carga producida por la sefial, es
obligada a ser la misma para cada slsctrodo intermedio,
Asi, aunqus el paso de una onda acdstica superficizl a
lo largo de ssta disposicidn puede ocasiaonar variacio-
nes én los potenciales de los electrodos individuales,
la distribucién de carga estd predeterminada en rela-
cién con las sefales de entrada. Adem&s, la capacitan-

cia de entrada del transductor estd significantemente

30.6,72 -5 =



la

15

20

25

03NE]

reducida por la conexién en serie y, en el caso de un trang
ductor emisor, se ha visto que se ocasisfha menas interferen
cia eléctrica a un transductor receptor adyacante;

Con objeto de que la invencidén pueda ser compren-
dida claramente y llevada a efecto Pdcilments, se describi-
rdn ahora unas realizacionss de la misma;a titulo de ejem-
plo, con referencia a los dibujos que se acompafian, en los
cuales:

La Fig, 1 muestra una vista en planta de una por-
cién de un dispositivo de onda aelistica superficial que
realiza la invencidn.

la Fig. 2 muestra en corte longitudinal la dis-
tribucién del campo eléctrico en la realizacién de la Fig,
1,

la Fig, 3 muestra una vista en planta de una rea
lizacién alternativa, y

la Fig. 4 muestra una realizacién an ls cual es
llevada a cabo la compensacidn de las fusntes.

Ahora se hard referencia a la Fig. 1 que muestra
la realizacidn preferida de un transductor emisor de onda
acistica superficial 2 dispuesto en la superficis superior
de un cuerpo 1 ds material piezosléctrico, convenientemsnts
de niobato de sodio y potasio. E1l transductor emisor 2 com

prends los electrodos terminales alargados, sustancialmen-
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te rectangulares 3, 4, dispuestos paralelos uno respec-
to al otro en cada extremo dsl transductor 2. Una plura
lidad de slectrodos intermedios elargados eléctricamente
conductores 5 estdn dispuestos de una manera espaclada
entre los electrodos terminales 3 y'4 y sustancialmente
paralelos & los mismos. Los electrodos 5 sstén conduc-
tivamente separados uno del otro y de los electrodos tsr
minales 3 y 4, Cada slectrodo 5 tiene la forma de dos
tiras rectangulares paralslas 7 y 8 cansctadas sléctrica
mente por una percién de puente 9, La disposiciéﬁ'Z de
los slectrodos terminales 3, 4 y lps electrodos 5 se for
ma depositando una pselfcula de oro en la superficie sé-
perior del cuerpo 1 y siguiendo un procesa fotolitogré-
fico. La conexién eléctrica a la disposicifn 2 se hace

a través de las zanas terminalss 10, 11, formadas como
extensiones de los electrodos 3 y 4.

La Fig, 2 muestra la distribucidn aproximade
del campo eléctrico en el material piezoeléctrico del
cusrpo 1 en el que se supone que el slectrodo terminal
3 es positivo respecto al electrodo terminal 4 en el
momento mostrado. Se apreciard que la direccidn del
campo eléctrico entre slectrodos adyacentes es para esta
blecer, sn una configuracién favorable, una onda aclsti-
ca superficial. La sefial eléctrica aplicada ocasionaréd

desde luego altsrrativamente une alternancia correspon~
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diente an la direccién del campo eléctrico. La corrien-
te alterna a través del dispositivo pasa del slectrodo
3 al electrodo 4 y viceversa, a través de los electro-
dos intermedios 5; por lo tanto, la variacidn ds carga
inducide por la sefial estd predeterminada para cada
electrodo 3, 4 y 5, E1 paso de una onda aclstica super
ficiel a través de la disposicidn pusde causar una varia
cién en los potencialss de los slectrodos individuales,
perc esto no tendrd un efecto significante sobre la reg
puesta de banda de paso del transductor, que es dspen-
diente de la distribucibn de carga,

La disposicién en serie de los elsctrodes 3,
5y 4 en la disposicidn 2 reduce la capacitancia de en-
trada del transductor emisor, y esto pusde simplificar
8l disefio del amplificador de mando. Ademds, el volumen
de interfersncis eléctrica entres gl transductor emisor
y un transductor receptor puede hacerse menor que con
un transductor conectado en paralelo convencional si
los electrodos terminales de los transductores respec-
tivos que estdn adyacentes uno con otro, son conectados
a tiserra.

Una realizacidén alternativa de la invencién
se muastra en la Fig., 3, en la cual a los glementos
comunes a la Fig, 1 se lss han dado los mismos ndmeros

de refersncia y no serén descritos otra vez. Los elec-
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trodos intermedios 5 de la Fig. 1 son resmplizados

por electrodos rectangulares 15, Esta realizacién pug
de Facilitar la fabricacidn, pare sin embargo, el ren-
dimiento de esta disposicidn puede no ser tan satisfag
torio como el mogstrado en la Fig. 1.

l.os transductores descritos con referencia a
la Fig. 1 y la Fig. 3 pueden ser empleados como trans-
ductores receptores para ondas acﬁsticgs superficiales,
siempre que los electrodos terminalss 10 y 11 estén co
nectados a través de un circuito amplificador de -entra
da que tenga una impedancia suficientemente alta,

A veces se encusntra deseabls, por sjemplo
cuando es necesario un filtrado selectivo de frecuen-
cias, compensar las magnitudes de las Puentes de ondas
aclisticas superficizles efectivas formadas por los pa=
res adyacentes de electrodos alargados que constituyen
un transductor de onda acdstica superficisl, Cuando el
cuerpo de material piezoeléctrico en el cual estd mon
tado el transductor tiene la propiedad de que el efec-
to piszoeléctrico estéd determinado por la carga eléc-
trica inducida en el cuerpo, La compensacién de fuentes
en el dispositivo transductor puede ser llevada a cabo de
la manera mostrada en la Fig, 4 a la cual se haré ahora
referencia, Un transductor emisor 22 de onda aclstica

superficial y un transductor receptor 42 estén dispues-
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tos en la superficie supsrior de un cuerpo 21 de mate-
rial piezoeléctrico, convenientemente niobato de sodio
y potasio,

El transductor smisor 22 ss generalmsnte si-
milar en disposicidn al transductor 2 de la Fig. 1, ya
due comprende dos slectrodos terminales alargadcs, sus-
tancialmaentse rectangulares, 23, 24, dispusstos austap-
cialmente paralelos uno al otro en cada sxtremo del trang
ductor, y una pluralidad de electrodos intermedios 25
dispuestos entre los mismos, comprendiendo cada uno dos
tiras rectangulares paralelas 27, 28, conactadas eléc-
tricamente & una porcidn de puente 29. Sim embarge, la
longitud ds los slectrodos 23, 24, 25 es tal que varia
inversamente de acuerdo con la potencia de la fuente de-
ssada. Por lo tanto, en el centro de la disposicién en
que se requiers la méxima potencia de fuente, el slec-
trodo 25’ es relativamente corto, y la potencia efecti-
va de las fuentes se hace decrecsr hacia cada extremo de
la disposicidn haciendo los slsctrodos 25’ sucesivamen-
te més largos hasta que la fuente més débil es produci-
da por los electrodns 25’’ y los electrodos terminales
24, 23,

£1 transductor receptor 42 es un transductor
de onda acdstica superficial convencional que compren-

de una disposicién de pares de slectrodos interdigita-
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les formados por los electrodos 43 y 44, Dicho transduc-
tor es sensible a un haz de ondas aclisticas supsrficia-
les dirigides dentro de la zaona, limitada por las linsas
54 y 55, en la cual las tiras de electrodos 45 adyacen-
tes que forman parte de los slectrodos opuestos 43 y 44,
se superponen en la direccidn de propagacidn de la onda
aclistica superficial, y es sustancialmente insensible a
las ondas acdsticas superficiales que se propagan fusra
de esta zona,

El transductor receptor 42 estd dimensionado
de modo gue la anchura de la zona limitada por las 1lf-
neas 54, 55, es inferior a la longitud del electrodo mds
corto 25' en el transductor emisor 22 de modo que la re-
gién sensible del transductar receptor 42 estd sustancial
mente por completo dentro de la parte del haz de ondas
aclsticas superficiales dirigidas alli por el transduc-
tor emisor, que estd formado por todos los pared de elsc
trodos alargados 23, 24 y 25,

Debido a qus la carga eléctrica inducida por
la seffal de entrada aplicada a través de los terminales
30 y 31 conectados respectivamente a los slectrodos ter-
minales 23.y 24, es la misma en cada uno de los slectro-
dos intermedios 25, los slectrodos més cortos, per ejem-
plo, el 25’, tendrédn una densidad relativamente alta de

acumulacidén de carga de seffal en la cara de contacto con
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el material piszoeléctrico del cuerpo 1, mientras que
los electrodos méds largos, por sjemplo, el 25"°, ten-
drdn una densidad de carga de superficie correspondien
temente reducida,

£l desplazamiento piezoeléctrico es depen-
dients de la densidad de la carga de superficie, y dado
que el transductor receptor 42 estd dispuesto para re-
cibir sustancislmente sflo las ondas aclsticas super-
ficiales presentes en la porcién del haz producido por
el transductor emisor 22 que estd contenida dentrec de
las lineas de trazos discontinuos 54, 55, la potencia
de fuente efsctiva de cada par de electrndos 25 gue
proporcionan una sefial recibida en la disposicidn 42,
serd dependiente de la2 densidad de carga en los res-
pectivos electrodos 25, y ssrd por lo tanto inversa-
mente depsendiente de la longitud total del electrodo.

La disposicién receptora 42 puede tomar al-
ternativamente la forma de la disposicién descrita con
refersncia a la Fig, 1 o Fig. 3.

La presente sclicitud, gue corresponde a la
presentada en Gran Bretaffa, sl 24 de flayo de 1971, bajo
8l N2 16641/71 (Compl.) se acoge & los beneficigs del
Artfculo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Indus-
trial.
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidn propia y nueva, que
se pressntan para gque sean objeto de esta solicitud de
Patente de Invencidn en Espafa, por VEINTE afos, son
los siguientes:

1, Un dispositivo de onda aclstica supsrficial
que incluye un cuerpo de material piezoeléctrico que tig
ne un transductor de ondas acilsticas superficiales dis~
pussto en una superficie de propagacidn de ondas acdsti-
cas superficiales de dicho cuerpo, comprendiende el cita
do transductor de ondas aclsticas superficiales una plu-
ralidad de eslectrodos alargados adyacentes sustancialmen
te paralelos separados conductivaments unos de otros y
dispuestos en sucesidn entre electrodas terminales alerw
gados suétancialmante‘paralalos a los mismos, de mada
que al aplicar una sefial eléctrica de una frecuencia
predeterminada a dichos electrodos terminales, es emi-
tida una onda aclstica superficial que se propaga sabre
la citada superficie, o de modo gue una onda acfistica
superficial que se propaga sobre dicha superficie, pue-
de hacer que se produzca una sefial correspondiente en

los citados electrodos terminales,.
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2, Un dispositivo de onda acdstica superfi-
cial segin se reivindica en la reivindicacidén 1, en el
cual cada uno de los slectrodos alargados conductiva-
mente separados comprende un par de tiras conductoras
paralelas sspaciadas unidas entre si conductivamente,

3. Un dispositivo de onda aclistica superfi-
cial seqin se reivindica en la reivindicacién 1 o rei-
vindicacidn 2, en sl cual sl citado transductor de on-
da aclstica superficial es un transductor smiser,

4, Un dispositivo de onda acdstica superfi-

cial segln se reivindica sn la reivindicacidn 1 o rei-

vindicacifn 2, en el cual el material piszoeléctrice tig

ne la propisdad de que la gsneracién de ondas aclsti-
cas superficiales por un electrodo emisor interdigital
esté determinada por la carga sléctrica inducida en la
superficie del campo citado.

5. Un dispositivo de onda acdstica superfi-
cial segln se reivindica en la reivindicacién 3, en
el cual el material piezoeléctrico es una cerémica fe-
rroeléctrica,

6. Un dispositivo de onda acdstica superfi-
cial segin se reivindica en la reivindicecidn 4 o rasi-
vindicacidén 5 como dependientes de la reivindicacidn 3
en el cual se proporciona uma distribucidn compensada

de la potencia efectiva de la fusnte de onda aciistica
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superficial a lo largo del citado transductor emisar,
disponiendo las longitudes de los citados electrodos
alargados en relacifn inversa con la potencia efecti-
va deseada de la fuente, y un transductor receptor es-
té dispuesto en la trayectoria de un haz de ondas acds
ticas auperficiales'propagadas desde dicho transductor
emisor, de modo que la porcidn de dicho transductor
receptor sensible a las ondas aclsticas superficiales
estd sustancialmente por completo dentro de la parte
de dicho haz formada por todos los pares de los elec-
trodos alargados citados.

7. Un dispositivo de onda aclistica superfi-
cial, |

Tel y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafian
y con los fines que sse han especificada.

Esta Memoria consta de quince hojas escritas
a mdguina por una sola cara,

Nadrid, 0 Jii. 1972
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